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(57)【要約】
【課題】写真製版工程数を増加させることなく、信頼性
を向上できる半透過型液晶表示装置、及びその製造方法
を提供すること
【解決手段】本発明に係る半透過型液晶表示装置の製造
方法は、ＴＦＴ５０を覆うパッシベーション膜１７上に
膜厚差を有する有機膜１８を形成し、パッシベーション
膜１７をエッチングしてコンタクトホール１３を形成す
る。膜厚差を有するレジストパターン３５を用いて有機
膜１８上の反射電極１０ｂ及び透過電極１０ａをエッチ
ングする。アッシングにより、レジストパターン３５の
薄膜部３５ｂを除去するとともに、露出した有機膜１８
の薄膜部１８ｂを除去して開口部１８ｄを形成する。薄
膜部が除去されたレジストパターン３５ｃを用いて反射
電極１０ｂをエッチングする。この基板３と、基板２１
とを、枠状のシール材３１が有機膜１８の開口部１８ｄ
内に配置されるように貼り合わせる。
【選択図】　図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の基板上に薄膜トランジスタを形成する工程と、
　前記薄膜トランジスタを覆う無機絶縁膜を形成する工程と、
　前記無機絶縁膜上に、膜厚差を有する有機膜を形成する工程と、
　前記有機膜から露出した前記無機絶縁膜をエッチングして、コンタクトホールを形成す
る工程と、
　前記有機膜の上に、透過電極と反射電極とを順次成膜する工程と、
　前記反射電極の上に、膜厚差を有するレジストパターンを形成し、前記反射電極及び前
記透過電極をエッチングする工程と、
　アッシングにより、前記レジストパターンの薄膜部を除去するとともに、前記透過電極
から露出した前記有機膜の薄膜部を除去して開口部を形成する工程と、
　前記薄膜部が除去されたレジストパターンを用いて、前記反射電極をエッチングして、
前記コンタクトホールを介して前記薄膜トランジスタと接続する画素電極を形成する工程
と、
　前記第１の基板と、前記第１の基板と対向配置された第２の基板とを、表示領域を囲む
枠状のシール材が前記有機膜の前記開口部内に配置されるように貼り合わせる工程と、を
備える半透過型液晶表示装置の製造方法。
【請求項２】
　前記第１の基板側では、前記開口部内の前記無機絶縁膜に前記シール材を接着する請求
項１に記載の半透過型液晶表示装置の製造方法。
【請求項３】
　前記膜厚差を有する有機膜の形成工程、及び前記膜厚差を有するレジストパターンの形
成工程では、複数階調露光を用いる請求項１又は２に記載の半透過型液晶表示装置の製造
方法。
【請求項４】
　薄膜トランジスタが形成された第１の基板と、
　前記第１の基板と対向配置された第２の基板と、
　表示領域を囲むよう枠状に形成され、前記第１の基板と前記第２の基板とを貼り合わせ
るシール材と、
　前記第１の基板上において、前記薄膜トランジスタを覆う無機絶縁膜と、
　前記無機絶縁膜の上に形成された有機膜と、
　前記有機膜上に設けられた透過電極と、前記透過電極上の一部に設けられた反射電極と
を含み、前記有機膜及び前記無機絶縁膜を貫通するコンタクトホールを介して前記薄膜ト
ランジスタに接続する画素電極と、を備え、
　前記有機膜は、前記反射電極の下に設けられた厚膜部と、前記透過電極の外側に形成さ
れた、前記厚膜部より膜厚の薄い薄膜部と、前記有機膜が除去された開口部とを有し、
　前記開口部内に前記シール材が配置されている半透過型液晶表示装置。
【請求項５】
　前記薄膜トランジスタのゲート電極と同じ層によって形成されたゲート配線と、
　前記薄膜トランジスタのソース電極と同じ層によって形成されたソース配線と、を更に
備え、
　前記ゲート配線及び前記ソース配線は、前記シール材の下において、少なくとも前記無
機絶縁膜に覆われている請求項４に記載の半透過型液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半透過型液晶表示装置、及びその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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　液晶表示装置には、バックライトをその背面に配置して画像表示を行う透過型液晶表示
装置と、基板に反射板を配置して周囲の光を反射板表面で反射させることにより画像表示
を行う反射型液晶表示装置とがある。この透過型液晶表示装置は、周囲光が直射日光など
の非常に明るい光の場合には、周囲光に比べて表示光が暗いため表示を確認しにくいとい
う欠点がある。また、反射型液晶表示装置は、周囲光が暗い場合には視認性が極端に低下
するという欠点がある。
【０００３】
　これらの欠点を補うため、光の一部を透過する透過モードと、光の一部を反射する反射
モードを併せ持つ半透過型液晶表示装置が提案されている。半透過型液晶表示装置では、
良好な散乱特性を得るために、表面に凹凸パターンを有する有機膜が絶縁膜の上に設けら
れている。例えば、スピンコートにより絶縁膜の上に有機膜を塗布した後、フォトリソグ
ラフィープロセスで有機膜の表面に凹部をパターニングして、有機膜の表面に凹凸パター
ンを形成している。
【０００４】
　この有機膜は、表示領域内では所定の形状にパターニングされるが、従来、表示領域の
外側ではパターニングされずに全面に形成されている。すなわち、有機膜は、表示領域か
らシール部より外側の額縁領域まで形成されている。そのため、有機膜は、シール部より
外側において外気と接触し、時間の経過とともに吸湿する。そして、有機膜を介してパネ
ル内へと水分が浸入してしまう。これが原因となり、液晶表示装置では、長期間使用した
際に液晶配向が乱れ、表示不良が発生し易くなるため、信頼性が低下してしまう。
【０００５】
　このような問題の解決策としては、シール部下に有機膜を設けない方法が有効である。
例えば特許文献１に、シール部下に有機膜を設けない構成の液晶表示装置が開示されてい
る。特許文献１では、ＴＦＴを覆う無機絶縁膜と、無機絶縁膜の上に積層された有機膜と
を貫通し、ソース配線とゲート配線の間に設けられた層間絶縁膜に到達する開口部を、シ
ール材の形成領域に形成している。そして、この開口部内にシール材を形成して、対向す
る基板を貼り合わせる。この構成により、シール材を、有機膜ではなく層間絶縁膜と接着
させることができるので、接着強度が向上する。
【０００６】
　また、特許文献１では、ソース配線を、シール部より表示領域側でゲート配線と同じ層
で構成した配線へ繋ぎ変えてから、シール部より外側へ引き出している。このように、ソ
ース配線をゲート配線と同層へ一旦層変換することで、シール部下の引き出し配線はその
上部を層間絶縁膜で保護される。この構成により、ソース配線の引き出し配線がシール材
と直接接触することを防止できるので、腐食に対する耐性が保たれる。
【特許文献１】特開２００３－１６７２５８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１の構成では、ソース配線をゲート配線と同層の引き出し配線
へ層変換させるための変換部が必要となる。変換部では、ソース配線をゲート配線と同層
の引き出し配線に接続するため、層間絶縁膜にコンタクトホールが形成される。すなわち
、層間絶縁膜にコンタクトホールを形成するための工程が新たに必要となり、製造工程数
が増加してしまう。また、変換部を設けるスペースが新たに必要となり、額縁領域の幅が
増加してしまう。
【０００８】
　また、特許文献１では、ドレイン電極と画素電極とを接続するためのコンタクトホール
形成する工程において、同時に、無機絶縁膜及び有機膜を貫通する開口部をシール部に形
成している。具体的には、ＴＦＴを覆う無機絶縁膜の成膜後、この上に有機膜のパターン
を形成する。そして、この有機膜のパターンをマスクとして無機絶縁膜のドライエッチン
グを行っている。このとき、無機絶縁膜の下の層間絶縁膜は、開口部において、エッチン
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グガスに曝されることになる。そのため、層間絶縁膜はダメージを受けることがあり、引
き出し配線間の絶縁低下が懸念される。層間絶縁膜がさらにダメージを受けると、引き出
し配線は露出してシール材と直接接触してしまい、腐食による断線が懸念される。すなわ
ち、信頼性の低下が懸念される。
【０００９】
　なお、シール部に無機絶縁膜及び有機膜を貫通する開口部を形成する際、層間絶縁膜の
ダメージを低減するために、無機絶縁膜のパターニングを行ってからこの上に有機膜のパ
ターンを形成する方法も考えられる。しかしながら、この方法では、無機絶縁膜のパター
ニングを別途行うので、写真製版工程が１回増加する。従って、製造コストの増加、製造
期間の長期化につながるという問題があった。
【００１０】
　本発明は、上記のような問題点を解決するためになされたものであり、写真製版工程数
を増加させることなく、信頼性を向上できる半透過型液晶表示装置、及びその製造方法を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明にかかる半透過型液晶表示装置の製造方法は、第１の基板上に薄膜トランジスタ
を形成する工程と、前記薄膜トランジスタを覆う無機絶縁膜（本実施の形態にかかるパッ
シベーション膜１７）を形成する工程と、前記無機絶縁膜上に、膜厚差を有する有機膜を
形成する工程と、前記有機膜から露出した前記無機絶縁膜をエッチングして、コンタクト
ホールを形成する工程と、前記有機膜の上に、透過電極と反射電極とを順次成膜する工程
と、前記反射電極の上に、膜厚差を有するレジストパターンを形成し、前記反射電極及び
前記透過電極をエッチングする工程と、アッシングにより、前記レジストパターンの薄膜
部を除去するとともに、前記透過電極から露出した前記有機膜の薄膜部を除去して開口部
を形成する工程と、前記薄膜部が除去されたレジストパターンを用いて、前記反射電極を
エッチングして、前記コンタクトホールを介して前記薄膜トランジスタと接続する画素電
極を形成する工程と、前記第１の基板と、前記第１の基板と対向配置された第２の基板と
を、表示領域を囲む枠状のシール材が前記有機膜の前記開口部内に配置されるように貼り
合わせる工程と、を備えるものである。
【００１２】
　また、本発明にかかる半透過型液晶表示装置は、薄膜トランジスタが形成された第１の
基板と、前記第１の基板と対向配置された第２の基板と、表示領域を囲むよう枠状に形成
され、前記第１の基板と前記第２の基板とを貼り合わせるシール材と、前記第１の基板上
において、前記薄膜トランジスタを覆う無機絶縁膜と、前記無機絶縁膜の上に形成された
有機膜と、前記有機膜上に設けられた透過電極と、前記透過電極上の一部に設けられた反
射電極とを含み、前記有機膜及び前記無機絶縁膜を貫通するコンタクトホールを介して前
記薄膜トランジスタに接続する画素電極と、を備え、前記有機膜は、前記反射電極の下に
設けられた厚膜部と、前記透過電極の外側に形成された、前記厚膜部より膜厚の薄い薄膜
部と、前記有機膜が除去された開口部とを有し、前記開口部内に前記シール材が配置され
ているものである。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、写真製版工程数を増加させることなく、信頼性を向上できる半透過型
液晶表示装置、及びその製造方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　始めに、図１を用いて、本実施の形態に係る半透過型液晶表示装置について説明する。
図１は、液晶表示装置の構成を示す正面図である。
【００１５】
　本発明に係る液晶表示装置は、液晶表示パネル１００を備えている。液晶表示パネル１
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００は、薄膜トランジスタ（Thin Film Transistors：ＴＦＴ）アレイ基板１と対向基板
２とが互いに対向して配置されている。
【００１６】
　ＴＦＴアレイ基板１には、表示領域４１と表示領域４１を囲むように設けられた額縁領
域４２とが設けられている。この表示領域４１には、複数のゲート配線（走査信号線）６
と複数のソース配線（表示信号線）５とが形成されている。複数のゲート配線６は平行に
設けられている。同様に、複数のソース配線５は平行に設けられている。ゲート配線６と
ソース配線５とは、互いに交差するように形成されている。ゲート配線６とソース配線５
とは直交している。隣接するゲート配線６とソース配線５とで囲まれた領域が画素４９と
なる。従って、ＴＦＴアレイ基板１では、画素４９がマトリクス状に配列される。
【００１７】
　更に、ＴＦＴアレイ基板１の額縁領域４２に、制御回路４５が搭載されたフレキシブル
基板４７、及び制御回路４６が搭載されたフレキシブル基板４８が接続されている。ゲー
ト配線６は、表示領域４１から額縁領域４２まで延設されている。そして、ゲート配線６
は、ＴＦＴアレイ基板１の端部で、ゲート配線端子４４を介して制御回路４６と接続され
る。ソース配線５も同様に、表示領域４１から額縁領域４２まで延設されている。そして
、ソース配線５は、ＴＦＴアレイ基板１の端部で、ソース配線端子４３を介して制御回路
４５と接続される。
【００１８】
　制御回路４５、４６に外部からの各種信号が供給される。制御回路４６は外部からの制
御信号に基づいて、ゲート信号（走査信号）をゲート配線６に供給する。このゲート信号
によって、ゲート配線６が順次選択されていく。制御回路４５は外部からの制御信号や、
表示データに基づいて表示信号（ソース信号）をソース配線５に供給する。これにより、
表示データに応じた表示電圧を各画素４９に供給することができる。なお、制御回路４５
は、液晶表示パネル１００、フレキシブル基板４７、及びＦＰＣ（Flexible Printed Cir
cuit）（図示せず）の上に分割されて搭載されてもよい。同様に、制御回路４６は、液晶
表示パネル１００、フレキシブル基板４８、及びＦＰＣの上に分割されて搭載されてもよ
い。さらに、制御回路４５、４６の一部は、ＴＦＴアレイ基板１の上に形成されてもよい
。
【００１９】
　画素４９内には、少なくとも１つのＴＦＴ５０が形成されている。ＴＦＴ５０はソース
配線５とゲート配線６の交差点近傍に配置される。例えば、このＴＦＴ５０が画素電極に
表示電圧を供給する。即ち、ゲート配線６からのゲート信号によって、スイッチング素子
であるＴＦＴ５０がオンする。これにより、ソース配線５から、ＴＦＴ５０のドレイン電
極に接続された画素電極に表示電圧が印加される。そして、画素電極と対向電極との間に
、表示電圧に応じた電界が生じる。なお、ＴＦＴアレイ基板１の表面には、配向膜（図示
せず）が形成されている。画素４９内の詳細な構成については後述する。
【００２０】
　一方、対向基板２は、例えば、カラーフィルタ基板であり、視認側に配置される。対向
基板２には、カラーフィルタ、ブラックマトリクス（ＢＭ）、対向電極、及び配向膜等が
形成されている。なお、対向電極は、ＴＦＴアレイ基板１側に配置される場合もある。Ｔ
ＦＴアレイ基板１と対向基板２とは、シール材３１を介して貼り合わされている。シール
材３１は、表示領域４１を囲むよう枠状に設けられている。そして、ＴＦＴアレイ基板１
と対向基板２との間に液晶層が狭持される。即ち、ＴＦＴアレイ基板１と対向基板２との
間には液晶が導入されている。更に、ＴＦＴアレイ基板１と対向基板２との外側の面には
、偏光板、及び位相差板等が設けられる。また、液晶表示パネルの反視認側には、バック
ライトユニット等が配設される。
【００２１】
　画素電極と対向電極との間の電界によって、液晶が駆動される。即ち、基板間の液晶の
配向方向が変化する。これにより、液晶層を通過する光の偏光状態が変化する。即ち、偏
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光板を通過して直線偏光となった光は液晶層によって、偏光状態が変化する。具体的には
、透過領域では、ＴＦＴアレイ基板側に設けられた偏光板によって、バックライトユニッ
トからの光が直線偏光になる。そして、この直線偏光がＴＦＴアレイ基板１側の位相差板
、液晶層、及び対向基板２側の位相差板を通過することによって、偏光状態が変化する。
一方、反射領域では、液晶表示パネルの視認側から入射した外光が、対向基板２側の偏光
板によって直線偏光になる。そして、この光が、対向基板２側の位相差板、及び液晶層を
往復することによって、偏光状態が変化する。
【００２２】
　そして、偏光状態によって、対向基板２側の偏光板を通過する光量が変化する。即ち、
バックライトユニットから液晶表示パネル１００を透過する透過光、及び液晶表示パネル
１００で反射される反射光のうち、視認側の偏光板を通過する光の光量が変化する。液晶
の配向方向は、印加される表示電圧によって変化する。従って、表示電圧を制御すること
によって、視認側の偏光板を通過する光量を変化させることができる。即ち、画素ごとに
表示電圧を変えることによって、所望の画像を表示することができる。
【００２３】
　次に、液晶表示パネル１００の画素構成について、図２及び図３を用いて詳細に説明す
る。図２は、本実施の形態に係る液晶表示パネル１００の画素構成を示す平面図である。
図３は、図２のIII－III断面図である。図２は、液晶表示パネル１００の画素４９の１つ
を示す平面図である。液晶表示パネル１００には、このような画素４９がマトリクス状に
複数配置されている。なお、図２では、液晶表示パネル１００のうち、対向基板２側は省
略して記載しており、ＴＦＴアレイ基板１側のみを記載している。
【００２４】
　図２及び図３において、ＴＦＴアレイ基板１は、ガラスやプラスチック等の透明な絶縁
性の基板３上に、ゲート配線６及びゲート電極７が形成されている。ゲート電極７は、そ
れぞれの画素４９においてゲート配線６から分岐して配設されている。また、基板３上に
は、共通配線１２がゲート配線６と同じ層によって形成されている。共通配線１２は、ゲ
ート配線６と離間して設けられ、ゲート配線６と平行して延在している。すなわち、隣接
するゲート配線６の間に共通配線１２が配設されている。共通配線１２は、画素４９内で
幅広に形成されており、安定した表示を可能とするための保持容量を構成する保持容量電
極となる。図３では、反射領域において、共通配線１２と後述するドレイン電極９との間
、そしてこのドレイン電極９と後述する画素電極１０との間に、それぞれ保持容量が構成
されている。保持容量は、各画素４９に接続されるＴＦＴ５０がオフになった後もＴＦＴ
５０からの駆動電圧を保持する。
【００２５】
　ゲート配線６、ゲート電極７、及び共通配線１２は、ここでは例えばＡｌ合金によって
形成されている。あるいは、Ｃｕ合金、Ｍｏ合金、Ａｇ合金、Ｃｒ合金、又はこれら合金
膜の下層に下地との密着力を強化する膜が積層された積層膜、上層に透明導電膜とのコン
タクト特性が良好な導電膜が積層された積層膜等によって、ゲート配線６、ゲート電極７
、及び共通配線１２が形成されていてもよい。
【００２６】
　これらゲート配線６、ゲート電極７、及び共通配線１２を覆うようにゲート絶縁膜１５
が設けられている。ゲート絶縁膜１５は、例えば窒化シリコン（ＳｉＮ）により形成され
ている。ゲート絶縁膜１５を介してゲート電極７の対面には、半導体層１４が設けられて
いる。半導体層１４は、例えばアモルファスシリコンにより形成されている。
【００２７】
　半導体層１４の上には、ソース配線５、ソース電極８、及びドレイン電極９が形成され
ている。ソース電極８は、それぞれの画素４９においてソース配線５から分岐して配設さ
れている。ドレイン電極９は、半導体層１４上においてソース電極８と離間して設けられ
ている。すなわち、ソース電極８とドレイン電極９とは、半導体層１４上において互いに
対向するように配置されている。なお、ソース電極８と半導体層１４との間、ドレイン電
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極９と半導体層１４との間には、オーミックコンタクト層１６が形成されている。オーミ
ックコンタクト層１６は、ソース電極８と半導体層１４とが重複する領域に設けられてい
る。同様に、ドレイン電極９と半導体層１４とが重複する領域に、オーミックコンタクト
層１６が設けられる。半導体層１４のうち、ソース電極８またはドレイン電極９に覆われ
ていない領域が、ＴＦＴ５０のチャネル４となる。
【００２８】
　ソース配線５、ソース電極８、及びドレイン電極９は、ここでは例えばＣｒによって形
成されている。あるいは、Ｍｏ合金、Ａｌ合金、Ａｇ合金等の低抵抗金属、又はこれら低
抵抗金属の下層にオーミックコンタクト層１６とのコンタクト特性が良好な導電膜が積層
された積層膜、上層に透明導電膜とのコンタクト特性が良好な導電膜が積層された積層膜
等によって、ソース配線５、ソース電極８、及びドレイン電極９が形成されていてもよい
。
【００２９】
　これらソース配線５、ソース電極８、及びドレイン電極９を覆うようにパッシベーショ
ン膜１７が設けられている。すなわち、パッシベーション膜１７は、ＴＦＴ５０を覆って
いる。パッシベーション膜１７は、ＳｉＮ等の無機絶縁膜により形成されている。さらに
、パッシベーション膜１７の上に、有機膜１８が積層されている。ＴＦＴ５０のドレイン
電極９上には、有機膜１８及びパッシベーション膜１７にコンタクトホール１３が設けら
れている。コンタクトホール１３は、有機膜１８及びパッシベーション膜１７を貫通し、
ＴＦＴ５０のドレイン電極９に到達する。
【００３０】
　有機膜１８は、画素電極１０を形成するための下地層となる有機樹脂膜であり、ソース
配線５、ゲート配線６、共通配線１２や、ＴＦＴ５０などによって生じた基板３上の凹凸
を平坦化する。本実施の形態にかかる液晶表示装置は半透過型であり、画素４９は透過領
域及び反射領域を有している。反射領域では、反射光を適切な散乱分布とするため、有機
膜１８の表面に凹凸パターンが形成されている。
【００３１】
　有機膜１８の上には、コンタクトホール１３を介してドレイン電極９と接続する画素電
極１０が設けられている。画素電極１０は、透過領域では透過電極１０ａの単層構造であ
り、反射領域では透過電極１０ａの上に反射電極１０ｂが積層された積層構造となってい
る。すなわち、透過電極１０ａは、透過領域と反射領域の両方に設けられている。透過電
極１０ａは、ここでは、例えばＩＴＯ等の透明導電膜によって形成されている。透過電極
１０ａは、ＩＴＯに限定されることなく、ＩＴＳＯ、ＩＺＯ等の他の透明導電膜でもよい
。一方、反射電極１０ｂは、反射領域のみに設けられている。反射電極１０ｂは、ここで
は例えば、Ａｌ合金等の反射導電膜によって形成されている。あるいは、Ａｇ合金等の高
反射金属、又はこれらの下層にコンタクトメタルが積層された積層膜等の反射導電膜によ
って、反射電極１０ｂが形成されていてもよい。また、焼きつき防止のため、反射電極１
０ｂの上に、透明導電膜を積層した構成としてもよい。
【００３２】
　なお、本実施の形態では、図３に示すように画素電極１０に覆われた領域の有機膜１８
は、画素電極１０に覆われていない領域より膜厚が厚くなっている。すなわち、有機膜１
８には、画素電極１０に覆われた領域に厚膜部１８ａ、画素電極１０に覆われていない領
域に薄膜部１８ｃが形成されている。理由については後述する。画素電極１０上には、液
晶３０を配向させるための配向膜１９が積層されている。
【００３３】
　対向基板２は、基板２１のＴＦＴアレイ基板１と対向する面に、顔料あるいはクロム等
の金属から成り光を遮光するブラックマトリクス２２が形成されている。ブラックマトリ
クス２２は、ソース配線５及びゲート配線６の対面に設けられており、その形状は格子状
になっている。そして、ブラックマトリクス２２間を埋めるように顔料あるいは染料から
なる色材２３が形成されている。色材２３は例えばＲ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）のカラ
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ーフィルタである。
【００３４】
　さらにブラックマトリクス２２及び色材２３を覆うように、オーバーコート２４が形成
されている。オーバーコート２４は、反射領域では透過領域よりも厚膜に形成されている
。これにより、ＴＦＴアレイ基板１と対向基板２との間の間隔（ギャップ）を、反射領域
よりも透過領域で広くすることができる。オーバーコート２４の上には、対向電極２５と
配向膜２９がこの順で積層されている。対向電極２５は、ＴＦＴアレイ基板１の画素電極
１０との間に電界を生じさせ、液晶３０を駆動する。
【００３５】
　続いて、シール部の構成について図４及び図５を用いて説明する。図４及び図５は、本
実施の形態に係る液晶表示パネル１００のシール部周辺の構成を示す断面図である。図４
は、図１のIV－IV断面図であり、ゲート配線端子４４側のシール部周辺を示している。ま
た、図５は、図１のV－V断面図であり、ソース配線端子４３側のシール部周辺を示してい
る。
【００３６】
　図４において、ＴＦＴアレイ基板１の基板３上には、ゲート配線６が形成されている。
ゲート配線６を覆うように、ゲート絶縁膜１５及びパッシベーション膜１７が順次積層さ
れている。また、図５において、基板３上に設けられたゲート絶縁膜１５の上には、ソー
ス配線５が形成されている。ソース配線５を覆うように、パッシベーション膜１７が形成
されている。
【００３７】
　そして、図４及び図５において、パッシベーション膜１７の上には、有機膜１８が形成
されている。本実施の形態では、シール材３１の下及びその周辺の有機膜１８は除去され
ており、開口部１８ｄが設けられている。開口部１８ｄは、シール材３１よりも幅広に形
成されている。従って、シール材３１よりも幅の広い開口部１８ｄが、表示領域４１を囲
むよう枠状に設けられる。また、本実施の形態では、開口部１８ｄの下に設けられたパッ
シベーション膜１７は、エッチング等による膜減りの影響を受けておらず、薄膜部１８ｃ
の下と、厚膜部１８ａの下とに設けられたパッシベーション膜１７と略同じ膜厚となって
いる。
【００３８】
　なお、図４及び図５では、シール材３１より表示領域４１側に、有機膜１８の上に画素
電極１０が設けられていない領域の断面構成が示されている。従って、ここでは、図３に
示した画素４９内の構成と同様、シール材３１より表示領域４１側には薄膜部１８ｃが配
設されている。また、シール材３１より額縁領域４２側にも、薄膜部１８ｃが配設されて
いる。
【００３９】
　このようなＴＦＴアレイ基板１は、対向基板２とシール材３１を介して貼り合わされて
いる。対向基板２側では、シール材３１は、ブラックマトリクス２２のパターン内に配設
され、対向電極２５と接着されている。一方、ＴＦＴアレイ基板１側では、シール材３１
は、有機膜１８に設けられた開口部１８ｄ内に配設されている。すなわち、シール材３１
は、開口部１８ｄ内においてパッシベーション膜１７と接着されている。そして、ＴＦＴ
アレイ基板１、対向基板２、及びシール材３１に囲まれた空間に液晶３０が導入されてい
る。なお、ＴＦＴアレイ基板１の液晶３０と接する側の面には、配向膜１９が設けられて
いる。また、対向基板２の液晶３０と接する側の面には、配向膜２９が設けられている。
すなわち、配向膜１９、２９は、シール材３１より内側に配設される。
【００４０】
　次に、本実施の形態に係る半透過型液晶表示装置の製造方法について、図６～図１３を
用いて説明する。図６～図１３は、本実施の形態に係るＴＦＴアレイ基板の一製造工程を
示した断面図である。なお、図６～図１３の各図において、（ａ）は、図２のIII－III断
面に相当する、画素４９内の断面図を示している。また、（ｂ）は、図１のIV－IV断面に
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相当する、ゲート配線端子４４側のシール部周辺の断面図を示している。（ｃ）は、図１
のV－V断面に相当する、ソース配線端子４３側のシール部周辺の断面図を示している。
【００４１】
　初めに、図６を参照して、第１の写真製版工程に係る製造工程について述べる。まず、
基板３上に、ゲート配線６、ゲート電極７、及び共通配線１２となる電極膜を成膜する。
例えば、スパッタ法等を用いて、Ａｌ合金等の電極膜を基板３全面に成膜する。Ａｌ合金
に限らず、Ｃｕ合金、Ｍｏ合金、Ａｇ合金、Ｃｒ合金、又はこれら合金膜の下層に下地と
の密着力を強化する膜が積層された積層膜、上層に透明導電膜とのコンタクト特性が良好
な導電膜が積層された積層膜等を成膜してもよい。次に、第１の写真製版工程によって、
電極膜の上にレジストパターンを形成する。そして、ウェットエッチング法等により、電
極膜をパターニングする。その後、レジストパターンを除去すると、図６に示すように、
ゲート配線６、ゲート電極７、及び共通配線１２が形成される。
【００４２】
　次に、図７を参照して、ゲート絶縁膜１５の形成工程から第２の写真製版工程に係る製
造工程について述べる。ゲート配線６、ゲート電極７、及び共通配線１２を覆うように、
ゲート絶縁膜１５を成膜する。例えば、プラズマＣＶＤ法を用いて、ゲート絶縁膜１５と
してＳｉＮを基板３全面に成膜する。続いて、ゲート絶縁膜１５の上に、半導体層１４と
オーミックコンタクト層１６とをこの順に成膜する。例えば、プラズマＣＶＤ法を用いて
、半導体層１４としてアモルファスシリコン膜を基板３全面に成膜した後、リン（Ｐ）等
の不純物を添加したｎ型のアモルファスシリコン膜をオーミックコンタクト層１６として
基板３全面に成膜する。
【００４３】
　その後、第２の写真製版工程により、オーミックコンタクト層１６の上にレジストパタ
ーンを形成する。そして、ドライエッチング等により、オーミックコンタクト層１６及び
半導体層１４を島状にパターニングする。レジストパターンを除去すると、図７（ａ）に
示すように、ゲート絶縁膜１５を介してゲート電極７の対面に半導体層１４及びオーミッ
クコンタクト層１６が形成される。このとき、ゲート配線端子４４側のシール部周辺では
、図７（ｂ）のように、ゲート配線６がゲート絶縁膜に覆われた状態となる。ソース配線
端子４３側のシール部周辺では、図７（ｃ）のように、基板３上にゲート絶縁膜１５が積
層された状態となる。
【００４４】
　次に、図８を参照して、第３の写真製版工程に係る製造工程について述べる。半導体層
１４及びオーミックコンタクト層１６を覆うように、ソース配線５、ソース電極８、及び
ドレイン電極９となる電極膜を成膜する。例えば、スパッタ法等を用いて、Ｃｒ等の電極
膜を基板３全面に成膜する。Ｃｒに限らず、Ｍｏ合金、Ａｌ合金、Ａｇ合金等の低抵抗金
属、又はこれら低抵抗金属の下層にオーミックコンタクト層１６とのコンタクト特性が良
好な導電膜が積層された積層膜、上層に透明導電膜とのコンタクト特性が良好な導電膜が
積層された積層膜等を成膜してもよい。次に、第３の写真製版工程によって、電極膜の上
にレジストパターンを形成する。そして、ウェットエッチング法等により、電極膜をパタ
ーニングする。これにより、ソース配線５、ソース電極８、及びドレイン電極９が形成さ
れる。続いて、ソース電極８又はドレイン電極９に覆われず表面に露出したオーミックコ
ンタクト層１６を、ドライエッチング等により除去する。これにより、ソース電極８とド
レイン電極９の間の半導体層１４が露出し、チャネル４が形成される。その後、レジスト
パターンを除去すると、図８に示すような構成となる。
【００４５】
　次に、図９を参照して、パッシベーション膜１７形成工程から第４の写真製版工程に係
る製造工程について述べる。ソース配線５、ソース電極８、及びドレイン電極９を覆うよ
うに、パッシベーション膜１７を成膜する。例えば、プラズマＣＶＤ法を用いて、パッシ
ベーション膜１７としてＳｉＮを基板３全面に成膜する。続いて、パッシベーション膜１
７の上に、感光性を有する有機膜１８を塗布する。その後、第４の写真製版工程を行い、
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有機膜１８をパターニングする。このとき、本実施の形態では、ハーフトーンやグレート
ーンなどの複数階調露光を用いて、厚膜部１８ａ、薄膜部１８ｂ、及びコンタクトホール
１３を有する有機膜１８を形成する。
【００４６】
　具体的には、コンタクトホール１３となる領域では、有機膜１８を除去して、パッシベ
ーション膜１７を露出させる。シール材３１の直下及びその周辺となる領域（シール部周
辺領域３２）では、複数階調露光を行って、図９（ｂ）及び図９（ｃ）に示すように、薄
い膜厚を有する薄膜部１８ｂを形成する。このとき、薄膜部１８ｂの膜厚ｄ１が、後述す
るプラズマアッシングにて除去される膜厚ｄ２より薄くなるように、第４の写真製版工程
の条件を調整しておく。そして、コンタクトホール１３及び薄膜部１８ｂを除く領域では
、薄膜部１８ｂより膜厚の厚い厚膜部１８ａを形成する。なお、厚膜部１８ａのうち、反
射領域となる部分には、部分的に露光を行うことでその表面に凹凸パターンを形成する。
このように、第４の写真製版工程では、第１の複数階調露光を用いて、膜厚差を有する有
機膜１８を形成する。
【００４７】
　その後、この有機膜１８をマスクとして、ドライエッチング法等によりパッシベーショ
ン膜１７をパターニングする。これにより、図９（ａ）に示すように、コンタクトホール
１３となる領域のパッシベーション膜１７が除去され、ドレイン電極９が露出する。
【００４８】
　次に、図１０を参照して、透過電極１０ａ及び反射電極１０ｂの成膜工程から第５の写
真製版工程に係る製造工程について述べる。有機膜１８上に、透過電極１０ａとなる透明
導電膜を成膜し、さらにその上に反射電極１０ｂとなる反射導電膜を成膜する。例えば、
スパッタ法を用いて、透明導電膜としてアモルファスＩＴＯ、反射導電膜としてＡｌ合金
膜を基板３全面に順次成膜する。透過電極１０ａとなる透明導電膜には、ＩＴＳＯ、ＩＺ
Ｏ等を用いてもよい。また、反射電極１０ｂとなる反射導電膜に、Ａｇ合金等の高反射金
属、又はこれらの下層にコンタクトメタルが積層された積層膜等を用いることもできる。
これにより、コンタクトホール１３は、透過電極１０ａ及び反射電極１０ｂに覆われる。
【００４９】
　続いて、反射導電膜の上にレジスト（感光性樹脂）をスピンコート法などにより塗布し
た後、第５の写真製版工程によって、膜厚差を有するレジストパターン３５を形成する。
レジストパターン３５は、反射領域に膜厚ｄ３の厚膜部３５ａ、透過領域に膜厚ｄ４の薄
膜部３５ｂを有する。すなわち、複数階調露光を用いて、透過領域の膜厚ｄ４が反射領域
の膜厚ｄ３より薄くなるようにレジストパターン３５を形成する。このように、第５の写
真製版工程では、第２の複数階調露光を用いて、膜厚差を有するレジストパターン３５を
形成する。これにより、図１０に示す構成となる。このとき、シール部周辺領域３２には
、図１０（ｂ）及び図１０（ｃ）のように、レジストパターン３５は形成されない。
【００５０】
　次に、図１１を参照して、透過電極１０ａ及び反射電極１０ｂのエッチング工程に係る
製造工程について述べる。レジストパターン３５をマスクとして、公知のウェットエッチ
ング法などを用いて、反射電極１０ｂ、透過電極１０ａの順でパターニングする。これに
より、図１１に示すように、レジストパターン３５と重複しない透過電極１０ａ及び反射
電極１０ｂが除去される。
【００５１】
　次に、図１２を参照して、アッシング工程に係る製造工程について述べる。透過電極１
０ａ及び反射電極１０ｂのエッチング後、プラズマアッシング法などのアッシングを行っ
てレジストパターン３５の薄膜部３５ｂを除去する。レジストパターン３５の厚膜部３５
ａは、膜厚が薄くなり、レジストパターン３５ｃとして残存する。すなわち、図１２（ａ
９に示すように、薄膜部３５ｂの除去されたレジストパターン３５は、レジストパターン
３５ｃとなる。このとき、本実施の形態では、同時に、透過電極１０ａから露出した有機
膜１８の薄膜部１８ｂを除去して、図１２（ｂ）及び図１２（ｃ）のように開口部１８ｄ
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を形成する。すなわち、レジストパターン３５のアッシングを利用して、透過電極１０ａ
から露出した領域の有機膜１８をアッシングする。透過電極１０ａから露出した有機膜１
８の厚膜部１８ａは、膜厚がｄ２薄くなり、薄膜部１８ｃとして残存する。
【００５２】
　このように、本実施の形態では、アッシングにより、レジストパターン３５の薄膜部３
５ｂを除去するとともに、透過電極１０ａから露出した有機膜１８の薄膜部１８ｂを除去
して開口部１８ｄを形成する。このアッシングで、シール部周辺領域３２では、薄膜部１
８ｂが除去され開口部１８ｄが形成される。このような方法を用いてシール部周辺領域３
２に開口部１８ｄを形成することにより、開口部１８ｄ内のパッシベーション膜１７は、
エッチング等によるダメージを受けることがない。よって、開口部１８ｄ内のパッシベー
ション膜１７は、ダメージの影響により膜減りしておらず、有機膜１８に覆われた領域の
パッシベーション膜１７と略同じ膜厚となっている。図１２（ｂ）に示すように、開口部
１８ｄの下では、ゲート配線６の引き出し配線は、このパッシベーション膜１７とゲート
絶縁膜１５とに覆われている。また、図１２（ｃ）に示すように、開口部１８ｄの下では
、ソース配線５の引き出し配線は、このパッシベーション膜１７に覆われている。
【００５３】
　次に、図１３を参照して、反射電極１０ｂのエッチング工程からレジストパターン３５
除去工程に係る製造工程について述べる。アッシング後、レジストパターン３５ｃをマス
クとして、反射電極１０ｂを公知のウェットエッチング法などを用いて、反射電極１０ｂ
をパターニングする。これにより、透過領域の反射電極１０ｂが除去される。すなわち、
図１３（ａ）のように、透過領域の透過電極１０ａが露出し、画素電極１０が形成される
。このときのエッチングは、反射電極１０ｂの材料に適した方法を用いているので、開口
部１８ｄ内に露出したパッシベーション膜１７にエッチングによるダメージを与えない。
その後、レジストパターン３５ｃを除去し、アニールを行って反射電極１０ｂのアモルフ
ァスＩＴＯを結晶化させる。これにより、図１３に示す構成となる。以上の工程を経て本
実施の形態に係るＴＦＴアレイ基板１が完成する。
【００５４】
　このように作製したＴＦＴアレイ基板１の上に配向膜１９を形成する。また、別途作製
された対向基板２の上に配向膜２９を同様に形成する。そして、この配向膜１９、２９に
対して、液晶との接触面に一方向にミクロな傷をつける配向処理（ラビング処理）を施す
。次に、シール材３１を塗布して、ＴＦＴアレイ基板１と対向基板２とを貼り合せる。こ
のとき、ＴＦＴアレイ基板１側では、シール材３１が有機膜１８の開口部１８ｄ内に配置
されるように、ＴＦＴアレイ基板１と対向基板２とを貼り合せる。すなわち、シール材３
１を、開口部１８ｄ内のパッシベーション膜１７と接着させる。
【００５５】
　表示領域４１から延在する有機膜１８がシール材３１の外側まで延在されないので、有
機膜１８を介して水分が浸入することを抑止できる。また、このとき、シール材３１の下
では、ゲート配線６の引き出し配線は、ゲート絶縁膜１５と、ダメージの受けていないパ
ッシベーション膜１７とに覆われている。ソース配線５の引き出し配線は、ダメージの受
けていないパッシベーション膜１７に覆われている。従って、ゲート配線６又はソース配
線５の引き出し配線間の絶縁低下を抑止できる。また、引き出し配線がシール材３１との
直接接触により腐食し、断線してしまうことを防止できる。以上のことから、液晶表示装
置の信頼性を向上できる。
【００５６】
　ＴＦＴアレイ基板１と対向基板２とを貼り合わせた後、真空注入法等を用い、液晶注入
口から液晶３０を注入する。そして、液晶注入口を封止する。このようにして、本実施の
形態の液晶表示パネル１００が完成する。
【００５７】
　以上のように、本実施の形態では、パッシベーション膜１７上に有機膜１８を塗布した
後、第１の複数階調露光を用いて、ドレイン電極９上の有機膜１８にコンタクトホール１
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３と、シール部周辺領域３２に薄膜部１８ｂとを形成する。そして、この有機膜１８をマ
スクとして、パッシベーション膜１７をエッチングして、ドレイン電極９に到達するコン
タクトホール１３を形成する。そして、有機膜１８の上に透過電極１０ａ及び反射電極１
０ｂを順次成膜した後、第２の複数階調露光を用いて、膜厚差を有するレジストパターン
３５を形成し、透過電極１０ａ及び反射電極１０ｂをエッチングする。その後、アッシン
グを行い、レジストパターン３５の薄膜部３５ｂを除去するとともに、透過電極１０ａか
ら露出した有機膜１８の薄膜部１８ｂを除去して、開口部１８ｄを形成する。これにより
、写真製版工程数を増加させずに、シール部周辺領域３２の有機膜１８に開口部１８ｄを
形成できる。よって、有機膜１８を介して水分が浸入することを抑止できる。シール部周
辺領域３２では、アッシングによって有機膜１８のみが除去され、パッシベーション膜１
７はダメージを受けずに残存する。よって、シール部周辺領域３２において、ゲート配線
６又はソース配線５の引き出し配線間の絶縁低下を抑止するとともに、引き出し配線の断
線を防止できる。従って、写真製版工程数を増加させることなく、信頼性を向上できる半
透過型液晶表示装置、及びその製造方法を提供することができる。
【００５８】
　上記の実施の形態では、シール材３１の下の有機膜１８を、シール材３１の幅より広い
幅で除去して、シール材３１の外側の有機膜１８を残す場合について例示的に説明をした
が、それに限定されるものではない。シール材３１の外側（額縁領域４２側）の有機膜１
８も除去してもよい。このとき、除去する領域の有機膜１８は、第１の複数階調露光でシ
ール部周辺領域３２と同様にして薄膜部１８ｂを形成しておくと、第２の複数階調露光後
のアッシングで除去できる。さらに、シール材３１を開口部１８ｄの内側に配置したが、
開口部１８ｄの外側の有機膜１８を跨ぐように配置することも可能である。すなわち、表
示領域４１から延在された有機膜１８の端部が、シール材３１の外形端より内側の位置に
あれば、有機膜１８を介した水分の浸入を防止できる。
【００５９】
　また、透過領域と反射領域におけるギャップを異ならせるため、対向基板２のオーバー
コート２４に段差を設けたが、対向基板２側ではなく、ＴＦＴアレイ基板１側に段差を設
けてもよい。例えば、有機膜１８の膜厚を透過領域と反射領域とで異ならせてもよい。こ
の場合、有機膜１８の形成時に、第１の複数階調露光で透過領域に薄膜部を形成しておく
。透過領域に設けられた薄膜部は、シール部周辺領域３２の薄膜部１８ｂと同じ膜厚でも
よく、また、異なる膜厚でもよい。すなわち、要求される段差に応じて、適宜、透過領域
に形成する薄膜部の膜厚を設定できる。この薄膜部は、透過電極１０ａに覆われるので、
アッシングにより除去されずに薄膜部として残存する。なお、第１の複数階調露光で、透
過領域、反射領域、コンタクトホール１３、及びシール部周辺領域３２を除いた領域には
、厚膜部１８ａを形成したが、シール部周辺領域３２と同様に薄膜部１８ｂを形成するこ
とも可能である。この薄膜部１８ｂは透過電極１０ａに覆われないので、アッシングによ
り除去され開口部１８ｄとなる。
【００６０】
　さらに、ソース配線５、ソース電極８、及びドレイン電極９のパターニングを半導体層
１４のパターニングと別の写真製版工程で行ったが、複数階調露光を用いて、同じ写真製
版工程で行ってもよい。この場合、オーミックコンタクト層１６及び半導体層１４は、ソ
ース配線５、ソース電極８、及びドレイン電極９の下略全面に設けられる構成となる。
チャネル４の形成領域に複数階調露光を行う。
【００６１】
　なお、上記の説明では、チャネルエッチ型のＴＦＴを形成する場合について例示的に説
明をしたが、エッチストッパ型や、半導体層１４にポリシリコンを用いたトップゲート型
などのＴＦＴでもよい。
【００６２】
　以上の説明は、本発明の実施の形態を説明するものであり、本発明が以上の実施の形態
に限定されるものではない。また、当業者であれば、以上の実施の形態の各要素を、本発
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【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】本実施の形態に係る液晶表示装置の構成を示す正面図である。
【図２】本実施の形態に係る液晶表示パネルの画素構成を示す平面図である。
【図３】図２のIII－III断面図である。
【図４】図１のIV－IV断面図である。
【図５】図１のV－V断面図である。
【図６】本実施の形態に係るＴＦＴアレイ基板の一製造工程を示した断面図である。
【図７】本実施の形態に係るＴＦＴアレイ基板の一製造工程を示した断面図である。
【図８】本実施の形態に係るＴＦＴアレイ基板の一製造工程を示した断面図である。
【図９】本実施の形態に係るＴＦＴアレイ基板の一製造工程を示した断面図である。
【図１０】本実施の形態に係るＴＦＴアレイ基板の一製造工程を示した断面図である。
【図１１】本実施の形態に係るＴＦＴアレイ基板の一製造工程を示した断面図である。
【図１２】本実施の形態に係るＴＦＴアレイ基板の一製造工程を示した断面図である。
【図１３】本実施の形態に係るＴＦＴアレイ基板の一製造工程を示した断面図である。
【符号の説明】
【００６４】
１　ＴＦＴアレイ基板、２　対向基板、３　基板、４　チャネル、５　ソース配線、
６　ゲート配線、７　ゲート電極、８　ソース電極、９　ドレイン電極、
１０　画素電極、１０ａ　透過電極、１０ｂ　反射電極、１２　共通配線、
１３　コンタクトホール、１４　半導体層、１５　ゲート絶縁膜、
１６　オーミックコンタクト層、１７　パッシベーション膜、
１８　有機膜、１８ａ　厚膜部、１８ｂ、１８ｃ　薄膜部、１８ｄ　開口部、
１９　配向膜、２１　基板、２２　ブラックマトリクス、２３　色材、
２４　オーバーコート、２５　対向電極、２９　配向膜、３０　液晶、
３１　シール材、３２　シール部周辺領域、３５　レジストパターン、
３５ａ　厚膜部、３５ｂ　薄膜部、３５ｃ　レジストパターン、
４１　表示領域、４２　額縁領域、４３　ソース配線端子、４４　ゲート配線端子、
４５、４６　制御回路、４７、４８　フレキシブル基板、４９　画素、
５０　ＴＦＴ、１００　液晶表示パネル
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